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Motivation:

*Reaktives Magnetronsputtern: Herstellung von halbleitenden
sulfidischen Schichten (WS, CulnS,)
Anwendung: Absorberschichten in Dlnnschicht-Solarzellen

Gliederung:

Potentialverteilungen beim reaktiven Magnetronsputtern
Plasmaprozess-Monitor: lonen-Energie-Verteilungen
Ergebnisse: Wolfram - Target (Variation von Druck/Leistung)
Kupfer - Target _ .
indium - Target (Variation des H,S-Anteils)
Zusammenfassung



1. Potentialverteilungen beim reaktiven Magnetronsputtern

Substrat

Target: @50 mm
Abstand: 60 mm
Gas:  Argon/H,S
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2 (Balzers instruments)

2. Plasmaprozess-Monitor PPM 42

Welche lonen treffen auf das Substrat ?
Wie hoch ist die Energie der lonen?
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Blende: @ 0,3 mm (Sichtwinkel betragt ca. 0,5°)

p=0.5-2 Pa

Betriebsarten:

"Energy-Scans “ flir verschiedene Massen
,Mass-Scans “ flir feste Energie

Neutrale

positive lonen
negative lonen



3. Ergebnisse: W-Target
Wolfram-Target, negative lonen, DC 25 W, 1.6 Pa, H,S/Ar 50%
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[negative Sauerstoff-lonen: M. Zeuner et al. , Sputter process diagnostic by negative ions, J. Appl. Phys., 83, 5083 (1998)]



counts (cps)
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Wolfram-Target, positive lonen, DC 25 W, 1.6 Pa, H,S/Ar 50%
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W-Target: Vergleich der mittleren lonen-Energie (32S* /32S) bei Variation des

Sputtergasdruckes und der Leistung (DC-und HF-Anregung)
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Ergebnisse: Cu-Target
Kupfer-Target, negative lonen, DC 15 W, 1Pa, H,S/Ar 50%
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Kupfer-Target, positive lonen, DC 15 W, 1Pa, H,S/Ar 50%
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Cu-Target: Vergleich der mittleren lonen-Energie (32S* /32S") bei Variation
des H,S-Anteils (DC-und HF-Anregung)
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Ergebnisse: In-Target
Indium-Target, negative lonen, DC 15 W,1 Pa, H,S/Ar 50%
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Indium-Target, positive lonen, DC 15 W, 1Pa, H,S/Ar 50%
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In-Target: Vergleich der mittleren lonen-Energie (32S" /32S") bei Variation des
H,S-Anteils (DC-und HF-Anregung)
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4. Zusammenfassung

Messungen der lonen-Energie-Verteilungen fur W-, Cu-und In-Targets
beim reaktiven Magnetronsputtern in H,S/Ar:

positive und negative Schwefel-lonen (S,, HS,, H,S, mit x=1-9)
*DC-Anregung: nieder- und hochenergetische negative lonen
‘HF-Anregung: mittlere Energie der negativen lonen ist niedriger als bei DC-

Anregung (Entladungsspannung U ) > U )

*mittlere Energie der positiven lonen ist bei HF-Anregung hdher als bei DC-
Anregung (hohere Elektronen Temperatur)

-Cu-Target: keine positiven/negativen Kupfersulfid-lonen (CuS)
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